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Przyrzad pélprzewodnikowy

1

Przedmiotem wynalazku jest przyrzad pélprze-
wodnikowy na przykiad dioda, tyrystor lub tran-
zystor ma prady rzedu 10 A, w ktérym poéiprze-
wodnik znajduje sie na podstawie.

Znane przyrzady pélprzewodnikowe na prady
rzedu 10 A i wiecej zawierajg zwykle zespol
w ktéorym tarcza polprzewodnikowa wykonana
z krzemu lub germanu jest wyposazona z jednej
lub z obu stron w plyte wsporczg. Material plyty
wsporczej ma wspoélczynnik rozszerzalnos$ci cieplnej
w przyblizeniu réwny wspélczynnikowi cieplnemu
materialu pélprzewodzgcego. Plyta wsporcza jest
przymocowana do pélprzewodnika metodg lutowa-
nia lub stapiamia. Znane sg tez przyrzady pélprze-
wodnikowe, w ktérych pdlprzewodnik jest przy-
ciskany z jednej strony .do podstawy z materialu
© dobrej przewodnosci cieplnej, na przyklad z mie-
dzi, a z drugiej strony do przeciwelektrody. Prze-
ciwelektroda jest dociskana do poélprzewodnika
przez urzadzenie dociskowe, izolowane od niej
posrednig ksztaltkg izolacyjna.

W opisanym powyZzZej znanym przyrzadzie pol-
przewodnikowym, poélprzewodnik, element docisko-
'wy i ksztattka izelacyjna sg umieszczone w zamknie-
tej hermetycznie obudowie. Obudowa ta sklada sie
2z podstawy { polgczonej z nig pokrywy otaczajg-
«cych pélprzewodnik, przeciwlegly elektrode, ksztalt-
ke izolacyjng i element doc1sk0wy )

- Hermetyczne zamykanie »ubudowy wymaga czaso-
chlonnego lubowania "takZé i "czesci . metalowych
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z ceramicznymi, co daje duze koszty wytwarzania.
Celem wynalazku jest zbudowanie przyrzadu
pélprzewodnikowego posiadajgcego hermetycznie
zamknietg obudowe pélprzewodnika bez sbosowania
czasochlonnego lutowania, oraz bez stosowania
jakiejkolwiek ksztaltki izolacyjnej miedzy elemen-
tem $ciskajgcym, a przeciwlegla elektrodg. Wyko-
nanie takiej obudowy obniza mnacznie koszty jej
wykonania w poréwnaniu z kosztami wykonania
znanej obudowy. Ponadto, poniewaz obudowa nie
jest lutowana, nie ma polaczen réznych materia.
16w, a zatem 2znacznie wazrasta jej odpo.moéé na
korozje.

Cel ten zostal osiggniety przez to, Zze przeciw-

‘elektroda jest dociskana do przeciwleglej do pod-

stawy strony pélprzewodnika za pomocg elementu
dociskowego, ktérego podpora stanowi jedng czesé
z podstawg. Miedzy elementem dociskowym, a pod-
stawag znajduje si¢ wykonana z materialu izolacyj-
nego uszczelka, SciSnieta miedzy elementem doci-
skowym, a podpors. Uszczelka odgradza przestrzeh
zawierajgca pélprzewodnik od pozostalej przestrzeni,
polozonej poza przeciwlegly do przeciwelektrody
strong elementu dociskowego.

Element dociskowy moze stanowié przynajmniej
jedna, plaska sprezyna.

Przyrzad poélprzewodnikowy sklada sie z wyko-
nanej z krzemu lub germanu plytki, wyposazonej
po jednej lub obu stronach w mnalozome cienkie
warstwy metalowe. Nakladanie tych warstw moze



odbywaé sie sposobem stapiania, na.kladama préz-
niowego, napylania katodowego lub pokrywania
elektrolitycznego zaré6wno w czasie dodawania do-
mieszek do pélprzewodnika, jak i w czasie oddziel-
nego procesu po dodawaniu domieszek. Metalami
tworzgcymi te warstwy mogg byé ma przyklad
ztoto, srebro, miedZ, aluminium, nikiel, oléw, cyna
i stopy zawierajace p.rzyma]mmej jeden z tych
metali.

Przyrzad polprzewodmkowy moze tez zawieraé,
poza innymi elementami, plytke pélprzewodnikows,
wyposazona na jednej lub obu stronach w plyty
wsporcze wykonane z molibdenu, wolframu lub in-
nego materialu o wspdlczynniku rozszerzalnosci
cieplnej réwnym w przyblizeniu wspoélczynnikowi
rozszerzalno$ci cieplnej pélprzewodnika. Tego ro-
dzaju plyty wsporcze lgczy sie z pélprzewodnikiem
W znany spos6b. Mozliwe jest tez zupelne pominie-
cie warstw metalowych i plyt wsporczych na obu
stronach plytki pélprzewodnikowej. W tym przy-
padku urzgdzenie péiprzewodnikowe sklada sie
tylko z plytki pélprzewodnikowej, lecz zaleca sig
wtedy stosowanie plytek pélprzewodnikowych
o warstwach powierzchniowych zawierajgcych duza
ilo§é domieszek.

Jako materialy do uszczelniania moga stuzyé
ré6zne mabterialy plastyczne i elastomery, na przy-
klad poliamidy w rodzaju poliamidu bezwodnika
kwasu piromelitowego, parafenylenodwuaminy, po-
litetrafluoreetylenu, poliweglanu, czteroftalanu gli-
kolu polietylenowego, zywicy silikonowej, i fluo-
rynowej typu, ma przyklad, kopolimeru heksafluo-
ropropylenu lub fluorku winylu. Do tego zastoso-
wania nadaja sie szczegélnie materialy odporne
na plyniecie, w rodzaju poliamidéw. Uszczelnienie
moze byé wykonane z folii, moze tez mieé ksztalt
cury lub tulei.

Jezeli uszczelka rozciaga sie poza przyrzad poél-
przewodnikowy, wymiary elementu pélprzewodni-
kowego mogg by¢ male bez ryzyka wystgpienia
zwaré miedzy elementami urzgdzenia p6lprzewod-
nikowego i tymi cze§ciami obudowy, ktére powinny
byé imdlowane od tych elementéw.

Wedlug niniejszego wynalazku, woké6l elementu
dociskowego i przeciwelektrody umieszczona jest
dodatkowa wuszczelka, rozciggajgca sie w kierunku
wewnetrznej przestrzeni w celu zamkniecia szczelin
przylegajacych do wewnetrznej przestrzeni, ktére
moglyby pojawi¢ sie w elemencie dociskowym oraz
miedzy elementem dociskowym a przeciwelektrods.
Zapobiega to mozliwodci przeciekéw przez te szcze-
liny otaczajacego $rodowiska do przestrzeni we-
winetrznej przyrzadu poélprzewodnikowego.

Funkcje dodatkowej uszczelki moze pelnié ot-
warty u géry metalowy kubek, mnajlepiej miedziany,
we wnetrzu ktérego znajduje si¢ przeciwelektroda
i element dociskowy. Dno kubka zmajduje sie
miedzy zespolem pélprzewodnika, a przeciwelek-
trodg. Stwierdzono, ze je§li dno kubka jest cienkie,
wystepuje w pewnym stopniu jego plymiecie, co
przeciwdziala ujemnym skutkom dzialania mieréw-
nosci bokéw stykajacych si¢ ze sobg przeciwelek-
trody i zespolu pélprzewodnika. Kubek polepsza
wiec styk zespolu polprzewddnika z przeciwelek-
trods.
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Wedlug jednego z korzystnych wykonafn przy-
rzadu wedlug miniejszego wynalazku, dla skutecz-
nego uszczelnienia zespolu pélprzewodnika stosuje
sie¢ impregnacje urzadzenia, pélprzewodnikowego
zywicgq impregnacyjng. Szc%élnie dobre wyniki
uzyskuje sie przy impregnacji ‘prézniowej z zasto-
sowaniem Zywic mée zawierajacyeh rozpuszczalnika
i wiagZacych sie bez wydzielania skladnikéw lot-
nych lub gazowych. Zywice te moga stanowié na
przyklad zywice silikonowe, szczegblnie -nie za-
wierajace mozpuszczalnikéw, zywice epoksydowe
oraz nienasycone zywice poliestrowe. W czasie
impregnowania zywica impregnacyjna wypelnia
szczeliny, wystepujgce ma przyklad miedzy elemen-
tem dociskowym, a. przeciwelektiroda lub miedzy
przeciwelektrodg a uszczelks.

W innej odmianie wykonania przyrzadu’ wedlug
niniejszego wynalazku stosuje sie -cylindryczne
przedluzenie tworzgce otwartg ma zewngtrz prze-
strzenn, w ktérej znajduje si¢ syntetyczny material
termoplastyczny w rodzaju zywicy epoksydowej,
zywicy poliweglowej, zywicy fluoroweglowej lub
zywicy silikonowej. Otrzymuje sie w ten spos6b
przyrzad péiprzewodnikowy, w ktéorym zespdl poél-
przewodnika jest dobrze chroniony przed dzialaniem
atmosfery zewmnetrznej oraz przed oddzialywaniem
mechanicznym na przyklad wstnzgséw. Jezeli
przeciwelektnoda jest polaczona 2z umieszczong
Srodkowo cylindryczhym zaciskiem, wystajgcym
przez otwér w urzadzeniu dociskowym i przecho-
dzacym przez przedluzenie, zaleca isie wykonanie
we wspomnianym wyzej syntetycznym materiale
plastycznym otworu tak, aby material ten wypelniat
przestrzen miedzy cylindrycznym zaciskiem, a prze-
dluzeniem. Przeciwdziala to powstawaniu naprezenh
wewnetrznych w materiale plastycznym co mogloby
spowiodowaé pekmniecia.

Znajdujgcy sie¢ na zewnatrz elementu docisko-
wego material plastyczny ‘moze posiadaé wypel-
niacz, na przyklad proszek kwarcowy. Material
plastyczny moze stanowié zZywice lang, wprasowang
nastepnie do wypelnianej przestrzeni, lub tez mie-
szanine pmzystosowang do prascwanda, ktérg sie
nastepnie wprasowuje. W tym drugim przypadku
urzgdzenie pélprzewodnikowe umieszcza sie¢ w pra=
sie. Material plastyczny moze tez stanowié¢ mie-
szanine przystosowang do wiryskiwania do wy-
pelnionej przestrzeni — w tym przypadku element
pétprzewodnikowy jest umieszczxony w wytlaczarce.

Przyklad wykonania jest przedstawiony na za-
laczonym rysunku na kKtérym fig. 1 i fig. 2 przed-
stawiajag dwie odmiany wykonania przyrzadu pol-
przewodnikowego wedlug mimiejszego wynalazku,
przedstawione w przekroju, wykpong'ny!m w kie-
runku przeplywu pradu.

Przedstawione mna rysunku przyrzady stanowia
diody przeznaczone do prostowamia pradu rzedu
150 amperéw. Do jednej strony wsporczej plyty 11
jest przylutowana, przez nie pokazang ma rysunku
warstwe aluminium, okragla tancza 10 krzemowa
typu p-n-nt., Materialem plyty 11 jest molibden
lub . inny material, posiadajacy w przyblizeniu
wspélczynnik rozszerzalno$ci cieplnej réwny wsp6i-
czynnikowi rozszerzalno$ci cieplnej krzemu. Na
drugiej stronie plyty 11 znajduje sie styk ze stopu
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Zlota z antymonem,’ tworzgcy -warstwe 12. Okragly
zesp6l pélprzewodnika skladajacy sie z elementéw
10, 11 i 12 umieszczony jest na podstawie, stano-
wigcej wystep 13 we wglebieniu 14, znajdujgcym
sie w glowicy 15 $ruby 16 wykomanej z miedzi lub
aluminium. Zespél pélprzewodnika wraz z plytg 11
wsporczg jest umieszczony ma podstawie 13 (fig. 1),
lub wraz z wtopiong wanstwa 12 jest przymocowany
do podstawy 13 (fig. 2). Przeciwelektroda 17 opiera
sie ‘mocno o gérng strone zespolu pélprzewodnika.
Obie te elektrody nie sa ze sobg zlutowane, sty-
kajgc sie wylgcznie dzieki wzajemnemu docisnigciu.
Niezbedne cisnienie jest wywierane przez sklada-
jacy sie z dociskowej plytki 19 i plaskich sprezyn
20 element dociskowy 18, opierajgcy sie ‘o po-
wierzchnie gérnego kofica przeciwelektrody.

W przyrzadzie przedstawionym ma fig. 2 wska-
zane jest umieszczenie folii srebrnej ‘lub zlotej
miedzy wsporczg plytg 11, a przeciwefektboc\ia 1.

Styk miedzy podstawa, a zespolem poélprzewod-

.
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nika réwnie moze by¢ wynikiem ich wzajemnego .. .

dociskania. W przyrzadzie z fig. 1 nalezy wtedy
umiescié srebrng lub zlotg folie miedzy wsporczg
plyta 11, a podstawa 13. Mozliwe jest tez przylu-
towanie zespolu pélprzewodnika do podstawy sto-
sujgc ma przyklad lutowie zloto-cynowe.

Przeciwelektroda jest polaczcna z umieszczonym
osiowo sztywnym zaciskiem cylindrycznym 21 wy-
konanym z miedzi lub aluminium, a wystajacym
z elementu dociskowego przez otwoér 22.

Sruba 16 jest wyposazona w skierowane do géry
cylindryczne przedluzenie 23, ma ktérym znajduje

25

sie 'wglebienie 24, stuzgce jako podpora dla ele- - -

mentu dociskowego 18. Cylindryczna cze$é 25, na
zewnatrz elementu dociskowego tworzy otwarts

przestrzen 26. Sruba wraz z czeSciami 15, 23, 24 .

i 25 stanowi jedna calo$é, wykonana z :miedzi lub
aluminium. ' .

Miegdzy elementem dociskowym 18 a podporg 24

znajduje sie wuszczelka 27 z folii poliamidowej.
Uszczelka wystaje poza zesp6l polprzewodnika,
dzieki czemu Sruba moze byé mala bez ryzyka
powstawania zwaré miedzy zespolem pélprzewod-
unika, a obudowg u géry zespolu, (fig. 2). Uszczelka
chroni przestrzei wewnetrzng 28 z zespolem poél-
przewodnika przed oddzialywaniem przestrzeni
poza urzgdzeniem dociskowym.

~ Wewnagtrz uszczelki 27 znajduje si¢ dodatkowa
usaczelka, ktéra uszczelnia wewnetrzng przestrzen
28 przed wplywem sazczelin, powstajagcych w urzg-
dzeniu dociskowym 18 lub miedzy urzadzeniem
dociskowym 18 a przeciwelektrodg 17. Na fig. 1
dodatkowg uszczelke stanowi kubek 29 wykonany
z miedzi, a otwarty u géry. Gruboéci Scian i dna
tego kubka sg znacznie mniejsze od grubosci $cian
przeciwelektrody. Na fig. 2 idodatkowg uszczelke
stanowi pierscieniowy, metalowy, ma przyklad mie-
dziany komierz 30 przylutowany do brzegu przetiw-
elektrody.

Przestrzefn 26 jest wypelniona materialem pla-
stycznym 31, na przyklad termoutwardzalng mie-
szaning zywicy epoksydowej z wypelniaczem mi-
neralnym lub tez mieszaning termoutwardzalng
silikonowg przystosowang do wiryskiwania, z wy-
pelniaczem mineralnym. Elementy uszczelniajgce
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27,729 i 30 uniemozliwiajg Wchodzenie ‘materialu
termoplastycznego ~do przestrzeni - wewnetrzne):
W urzadzeniu przedstawionym ma fig. 2 w mate-
riale termoplastycznym jest wykonane wglebienie
32, polozone wspélosiowo z cylindryczng czeScig 25
i zaciskiem 21.

Jesli urzagdzeniem poélprzewodnikowym jest tyry-
stor lub tranzystor, w sklad zespolu pélprzewod-
nika moze wej$é- jeszcze jeden, niezbedny przewéd
dodatkowy. - Przewéd ten przepuszcza sie€ przez

_otwér wykonany w tym celu w termoplastycznym

malteriale 31, w unzgdzeniu dociskowym 18, i prze-

‘ ciwelektrodzie 17, oraz w dodatkowej uszczelce 29
jesli takowa jest zastosowana.
15

Zastrzezenia patentowe

1. . Przyrzad pélprzewodnikowy, stanowigcy diode,
tyrystor lub tranzystor na prady rzedu 10 A i wyzej,
w. ktérym zespél polprzewodnika jest umieszczony
na podstawie, a do przeciwleglej do podstawy
strony zespolu pélprzewodnika jest dociskana prze-
ciwelektroda przy pomocy elementu dociskowego,
ktérego podpora stanowi jedng cze$é z podstaws,
znamienny tym, Zze zawiera uszczelke wykonang
z materialu izolacyjnego $ciSnietg miedzy elemen-
tem dociskowym a podporg, ktéra to uszczelka od-
dziela przestrzenn wewnetrzng zawierajgcg zespoél
pélprzewodnika od przestrzeni zewmetrznej, znaj-
dujacej sie na zewnatrz przeciwleglej do przeciw-
elektrody strony elementu dociskowego.

2. Przyrzad wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze

uszcezelka stanowi folie z materiatu termoplastycz-

nego lub z elastomeru.

3. Przyrzagd wedlug zastrz. 1 i 2, znamienny tym,
ze zawiera dodatkowsg uszczelke umieszczong wokol
urzgdzenia dociskowego i przeciwelektrody wysta-
jacg w kierunku przestrzeni wewnetrznej i zamy-
kajaca szczeliny lgczace si¢ z przestrzenia wewne-
trzng, ktére znajduja'sie w eleméncie dociskowym
oraz miedzy tym elementem a ﬁrzeciwelekﬁ;mda.

4.- Przyrzad wedlug zastrz. 3, znamienny tym, ze
dodatkowg usaczelke stanowi metalowy Kkubek,
wykonany najkorzystniej z miedzi, otwanty u géry,
w ktérego wnetrzu umiesaczone sg przeciwelektro-
da i element dociskowy, przy czym dno kubka
znajduje sie miedzy zespolem pdlprzewodnika,
a przeciwelekirods. -

5. Przyrzad wedlug zastrz. 1—4, znamienny tym,
ze jest impregnowane -Zywicg impregnacyjng.

6. Przyrzad wedlug zastrz. 1—5, znamienny tym,
ze zawiera cylindryczne przedluzenie, stanowigce
jedng cze$é z podpors, skierowane w strone prze-
ciwng do podstawy, a tworzagcy na zewnatrz ele-
mentu dociskowego przestrzenn otwartg, w ktérej
znajduje sie synbetyczny material termoplastyczny,
najkorzystniej zywica termoutwardzalna lub ter-
moplastyczna epoksydowa, fluorynowa lub siliko-
nowa.

7. Przyrzad wedlug zastrz. 6, znamienny tym, ze
posiada wglebienie wykonane w syntetycznym ma-
teriale termoplastycznym znajdujacym sie miedzy .
cylindrycznym zaciskiem, a cylindrycznym prze-
dluzeniem.
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8. Przyrzad wedlug zastrz. 1—7, znamienny tym, posiada wystep na calym obwodzie w kierunku
2e uszczelka wykonana z materialu izolacyjnego podstawy wychodzgcy poza zespdl polprzewodnika.
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